MEMIS - Memoire Magnétique Intégrée

Principes physiques du dispositif

sur Silicium
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Injection et détection des spin est assurées par les jonctions tunnels FMIS
(ferromagnetic metal / isolant / semiconducteur

Longueur de propagation de spin en Silicium peut atteindre several microns

Technologie de jonctions tunnel FMIS (métal ferromagnétique/isolant/Si)
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Caracteristiques électriques des jonctions FMIS
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Courant d'ihjection d'électrons
du métal ferromagnétique

Conclusions

Problémes résolus: Questions ouvertes:
« intégration de jonction tunnel FMIS sur silicium
« fonctionnalité d'injection et de collection délectrons

« mécanisme de passage tunnel (directe ou par les impuretés dans I'oxyde
par les jonctions tunnel FMIS

« démonstration de magnétorésistance dans le dispositif
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« anisotropie magnétiques des couches ferromagnétiques dans les tranchées




